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Известно [1, 2], что для решения ряда технических задач, например в создании устройств для корреляционной обработки оптических и электрических сигналов широко используются фоторезистивные плёнки из GaP, CdS. На поверхности таких полупроводниковых плёнок наносятся контакты в виде полос из благородных металлов (никель, серебро и др). 
Структура Ni–GaP получена путем испарения и дальнейшего осаждения молекулярных потоков материалов отдельных компонентов на диэлектрическую подложку. На поверхность подложки сначало наносился слой GaP толщиной 1 мкм, на отдельных областях поверхности плёнки GaP осаждался никелевый контакт в виде полоски толщиной около 1 мкм. Осаждение осуществлялось в условиях высокого вакуума (P=10-7 Па) в двух режимах. В первом режиме пленки осаждались последовательно в одинаковых условиях без прогрева. Во втором режиме после осаждения определенного типа пленки проводился прогрев в течение 1 часа.
Результаты экспериментов показывают, что поверхность как никелевого контакта, так и полупроводника GaP в основном загрязнена атомами C, O и N, концентрация которых в случае предварительно обезгаженных пленок значительно меньше. Следовательно интенсивности оже-пиков основных элементов, а также Ga и P резко возрастают.
Таким образом, результаты экспериментов показывают для получения надежных омических контактов в системах типа металл-полупроводник необходимо проводит обезгаживание в условиях высокого вакуума после каждого цикла осаждения полупроводниковых и диэлектрических пленок, до требуемой температуры. 

